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Гетероструктуры с квантовыми ямами на основе InGaAs представляют собой основу современных приборов электроники. Их используют в качестве каналов полевых транзисторов, областей формирования излучения в светодиодах и лазерах. Основная особенность такого рода структур появление эффектов размерного квантования электронов и дырок в области квантовой ямы [2].
Для бесконтактной диагностики энергетического спектра электронов и дырок в квантовых ямах полупроводниковых гетероструктур используют методы люминисценции, возбуждения люминисценции, спектроскопии поглощения, а также, методы модуляционной спектроскопии [3].
В настоящей работе методом спектроскопии фотоотражения иследованы шесть образцов гетероструктур с квантовыми ямами различной глубины на основе гетеропары InGaAs/InGaAsP. В гетеропаре состав слоев InGaAs и InGaAsP формировался таким образом, чтобы периоды их кристаллических решеток совпадали.

Работа проводилась на экспериментальной установке с использованием двойного монохроматора, что позволило уменьшить неконтролируемый разогрев исследуемых образцов и, связанный с фотогенирацией носителей, изгиб зон. Это дало возможность провести регистрацию спектров фотоотражения с минимальным воздействием зондирующего и модулирующего излучения на образцы [1].
В спектрах фотоотражения обнаружены группы спектральных линий в областях энергий 1.2-1.4 эВ . Первая группа связана с межхонными переходами в области квантовой ямы InGaAs, вторая группа – с барьерами InGaAsP, третья группа – с подложкой GaAs. Установлено, что в спектрах фотоотражения структур с квантовыми ямами большей глубины наблюдается большее число линий, связанных с межзонными переходами [4,5]. Нами наблюдались спектры с числом линий равных 6 и 3.
В спектре фотоотражения одного из образцов данные линии, связанные с межзонными переходами в области квантовой ямы, смазаны. Это указывает на невысокое качество гетерограниц в яме.
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